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【はじめに】近年 1550nm波長帯の量子ドットレーザ(QD-

LD) は低閾値、高発光効率な光源として注目されており、

さらには量子ドット混晶化(QDI)による広帯域な光源とし

て期待される。これまで我々はドライエッチングによるス

トライプ QD-LD の閾値上昇傾向を確認しており[1]、今回

はアニールによる特性向上を確認したので報告する。 

【実験】歪み補償 MBE法による 25 層 InAs/InGaAlAs-QD

ウェハを用いて、図 1に示すようなリッジ幅 3m、素子長

1200m の QD-LD を作製した。[2]閾値上昇の原因として

リッジ構造形成時のドライエッチングによる欠陥の導入

が考えられるため、今回我々は結晶性回復のためドライエ

ッチング後に 580℃、60秒のアニールを行った。 

【結果】リッジ構造作製後にアニールしたものと未処理の

素子の PLスペクトラムを図 2に示す。リッジ構造を作製

後にアニール処理を行うことによって PL強度の増加が確

認されると共に、QD 組成混合(QDI)[3]によると考えられ

る波長のピークが約 30nm 短波長化が同時に観測された。

図 3にアニール無し及び有りのQD-LDの I-L特性を示す。

このときの発振波長はアニール無しで 1553nm、有りで

1544nm だった。アニール処理による低閾値化が確認され

た。結晶回復とともに、リッジ外部の QDI 化によってキ

ャリアと光の閉じ込めがやや向上したことも低閾値化、高

効率化の要因と考えられる。 
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図 1 ドライエッチによるリッジ構造と作製素子の SEM像  

 

図 2 リッジ構造作製後のアニール前後の PLスペクトラム 

 

図 3 アニール処理有無の QD-LDの I-L特性 
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